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= Es condicién necesaria para aprobar el parcial que al menos el 60 % de cada ejercicio esté correctamente planteado.

= Se considerard: La claridad y sintesis conceptual de las respuestas y justificaciones, los detalles de los
gréficos/circuitos, la exactitud de los resultados numéricos.

= Cada uno de los dos ejercicios debe estar resuelto en hojas independientes.

Calificacion:

Constantes: mg = 9,1 x 107> kg; k = 1,38 x 107> J/K; h = 6,62 x 107°" Js; ¢ = 1,6 x 107 C; €1,550, = 3,9;
€r,5i = 11,7; ¢ = 88,5fF /cm.

1) Se tiene un diodo de silicio de juntura PN simétrica del cual se conocen los siguientes pardmetros: A =
0,1mm?, Iy = 1nA, 70 = 15ns, Vbony = 0,7V. Se mide la capacidad del diodo Cp a temperatura ambiente
en funcién de la tensién aplicada y se grafica de la forma mostrada en la figura.

a)

{ Que fenémenos capacitivos dan lugar a la capacidad que 2 (MG [F
presenta el diodo? ;Cuales predominan en directa y en
inversa? Justificar la respuesta basdndose en la fisica que
da lugar a estos efectos.
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bos lados de la juntura y el potencial de built-in ¢ g, indi-
cando cualquier suposicién o aproximacién usada. §Cual
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Se conecta el diodo en directa a un circuito con una re- == :

sistencia de R = 2k} y una fuente de tensién de valor : i

VFp = 7V. ;En cuanto cambia la corriente del circuito — } } f VR,
-2 -1 02 04 o V]

cuando el valor de la fuente aumenta en 100mV?

Tres materiales semiconductores tienen masas efectivas similares, pero distinta energia de gap. En
la tabla, se resumen algunos de sus parametros fisicos a temperatura ambiente. Cada uno de los
materiales es dopado con impurezas aceptoras con densidad volumétrica N = 1 x 10'° cm~3. Calcular
la conductividad del material semiconductor con menor energia de gap. Justificar la respuesta indicando
todas las hipétesis y aproximaciones utilizadas.

SC 1 SC 2 SC 3

n; (cm™3) 2,1 x 108 1,2 x 10 31 x 102
fin (cm?/(Vs)) 850 1300 2700
pp (cm?/(Vs)) 320 390 600

Vbp

Para el circuito de la figura, donde el transistor MOSFET tiene los
siguientes parametros: Vp = -1V, k = %% =0,35mAV~2y
A — 0, determinar la relacién entre las resistencias Rg1 y Rae para
que el transistor presente una transconductancia g,, = 0,56mS.

Calcular las tensiones y corrientes de polarizacion del transistor.
Considerar Vpp =5V y Rp = 8,6 k().




